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Zusammenfassung:

Bearbeiter:  Peter Heinemann e —_ -
Silizium ist eines der wichtigsten Materialien

fur den Bau von Mikroprozessoren. Ein wichtiger
Prozess ist hierbei das “Wafer Bonding”, welches
eine saubere und glatte Oberflache bedingt.

In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen
unterschiedlicher Plasmen auf die
Oberflachenzusammensetzung und deren
Rauigkeit untersucht.

Zeitraum: Dez. 2011 bis Marz 2012
Methodik: MIES, UPS, XPS, AFM

Referenten: Prof. W. Maus-Friedrichs
Prof. W. Viol

Ergebnisse

XPS In Fig. 3-5 sind als Beispiel die Messungen
ALK, Ofs an einer Siliziiumoberfldche mit nativem
Oxid und an derselbigen nur nach der
- Behandlung in einem Luftplasma. Bei
samtlichen Proben lieB sich eine
OKLL reinigende, passivierende und
si2s glattende Wirkung der Plasmen
|1 e . .| feststellen. Es gelang oberflachliche

' Kohlenstoffverschmutzungen fast vollstGndig zu entfernen und

l
az e gleichzeitig die SiO,-Schicht der Proben wachsen zu lassen.

| Wahrendderkurzen Zeitim Plasma konnte ein maximaler Zuwachs
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Fig.2: Ubersichtsspektrum Siliziumprobe mit nativem konnte die relnlgende erkung durch MIES Spek’rren, die sogar
Oxid eine kohlenstofffreie Oberfldche zeigen.

Untersuchungen mit dem AFM ergaben allgemein geringe RMS-

Werte fUr samtliche Proben. Aus den Messungen lieB3 sich eine

Fig.1: DBD-Elektrode mit Probe

count rate / arb. units

XPS Tendenz zur Glattung der Oberfldche durch die
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